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[La Union P-N sin Polarizar
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La Union P-N sin Polarizar (cont.)
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La Union P-N sin Polarizar (cont.)

Concentracion de huecos cerca de la union
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La Union P-N sin Polarizar (cont.)

Concentracidon de electrones cerca de la union
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La Union P-N sin Polarizar (cont.)
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La Union P-N sin Polarizar (cont.)
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La Union P-N sin Polarizar (cont.)
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La Union P-N sin Polarizar (cont.)
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La Union P-N sin Polarizar - Resumen
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La Union P-N sin Polarizar — Resumen (cont.)
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[.a Union P-N Polarizada Inversamente
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La Union P-N Polarizada Inversamente (cont.)
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La Union P-N Polarizada Inversamente (cont.)
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La Union P-N Polarizada Inversamente (cont.)
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Ejemplo

Calcular la penetracion de la region deserticaa 7= 300 K
en una union p-n con N, = 10"/em? y N, = 10'%/cm?,
cuando el voltaje de polarizacion inversa es

a) VR =0V
N N e=¢c¢&,=12(8.854x10""F/m)
=V 1 42D | =(.69V
Vo= r n( n’ ) £=106.25x10"*F/m
W = 26/, =9.52nm

p
qNA(1+ NA)
ND

W = 2eY, =957.29nm

) N
N |1+ 2
q D( NAJ
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Ejemplo

Calcular la penetracion de la region deserticaa 7= 300 K
en una union p-n con N, = 10"/em? y N, = 10'%/cm?,
cuando el voltaje de polarizacion inversa es

by V,=25V

W, = 2‘9("””;1%) =58.12nm
qNA(1+Aj
ND
VVn: 2g(‘”o +]I\/[R) :584Hm
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Curva Caracteristica de la Union P-N
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Curva Caracteristica de la Union P-N (cont.)
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La Union P-N Polarizada Directamente (cont.)
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Portadores Minoritarios en la Union
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Potencial Interno (repaso)
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Inyeccion de Portadores Minoritarios (repaso)
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Portadores Minoritarios en la Union

AP, Exceso de p(x)=(p,(0)- po)e_X/Lp + P,

T portadores
minoritarios P N
larceionn Vo =V, ln(pj =7, ln(Aj
p,(0) lpo o IR ) o\, \p
s
W W, v " A
Region P N
Desértica Vo= Vo =Yoo =V ln(l?n (pO)j - ln( P, (/6)j
(WVDJ b
pn(O):NAe r :poeVT
Vb

V. -x/L,
Dr. J.E. Rayas Sanchez LuegO p(x) — po (e - l)e + po

24



Portadores Minoritarios en la Unidn (cont.)
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Curva Caracteristica de la Union P-N
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Curva Caracteristica de la Union P-N
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Ecuacion de Shockley

Vp

1, =1(e" =)

n Coeficiente de emision 1<n<2

n =1 Uniones p-n de alta difusion (diodos en C.1.)

1N =2 Uniones p-n de alta recombinacion (diodos discretos)
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El Diodo

Metal contact Metal contact

Anode Cathode
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El Diodo Ideal
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Curva Caracteristica del Diodo
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Curva Caracteristica del Diodo (cont.)
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Curva Caracteristica del Diodo (cont.)
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Zona de Rompimiento en la Union P-N
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Zona de Rompimiento en la Union P-N (cont.)

E — 2qNANDVR
o e(N,+N),)
gy =% (N, +N,) (E..) E. ico d.eper.lde de los niYeles de
2gN N, contaminacion. Para uniones

con N, N, = 101>-101°
atomos/cm’, E_.. = 3x10°
V/em

Para uniones altamente contaminadas, el rompimiento se

produce por el efecto “tunel” (zener), y no por el efecto
avalancha. En este caso, B}V = 6V.
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Capacitancia de la Region de Desertica
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Capacitancia de la Region de Desértica (cont.)
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Capacitancia de la Region de Desértica (cont.)
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Capacitancia de Difusion
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Capacitancia de Difusion (cont.)
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Capacitancia de Difusion (cont.)

1,,(0)= 2 Similarmente 7 (0)= 0,
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Capacitancia de Difusion (cont.)
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Efectos de C; y C, en la Conmutacion
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Etfectos de C; y C, en la Conmutacion (cont.)
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Etfectos de C; y C, en la Conmutacion (cont.)
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Etfectos de C; y C, en la Conmutacion (cont.)
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Etfectos de C; y C, en la Conmutacion (cont.)
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Etfectos de C; y C, en la Conmutacion (cont.)
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Modelo del Diodo para Senal Grande
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Modelo del Diodo para Senal Grande (2)

_1; Polarizacion Directa:
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Modelo del Diodo para Senal Pequena
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